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基板処理装置 

 

発明の背景 

発明の技術分野 

[0001] 本発明は、基板処理装置に関する。 5 

関連技術の記載 

[0002] 半導体デバイスの製造では、ウェーハの上に多くの種類の材料が膜状に

繰り返し形成され、積層構造を形成する。この積層構造を形成するためには、

ウェーハの表面を平坦にする技術が重要となっている。このようなウェーハの

表面を平坦化する一手段として、化学機械研磨（ＣＭＰ）を行う研磨装置が用10 

いられている。 

[0003] 研磨装置は、一般に、研磨パッドが取り付けられた研磨テーブルと、

ウェーハを研磨テーブル上の研磨パッドに押し付ける研磨ヘッドと、研磨液を

研磨パッド上に供給するノズルとを備えている。ノズルから研磨液を研磨パッ

ド上に供給しながら、研磨ヘッドによりウェーハを研磨パッドに押し付け、さ15 

らに研磨ヘッドと研磨パッドとを相対移動させることにより、ウェーハを研磨

する。 

[0004] 基板処理装置は、上述のような化学機械研磨（ＣＭＰ）を行う研磨モ

ジュールと、研磨後のウェーハを洗浄する洗浄モジュールと、洗浄された

ウェーハを乾燥させる乾燥モジュールを有する装置である。研磨モジュールに20 

よって研磨されたウェーハは、搬送ロボットにより洗浄モジュールおよび乾燥

モジュールに搬送され、洗浄モジュールおよび乾燥モジュールによって洗浄お

よび乾燥される。 

【先行技術文献】 

【特許文献】 25 

[0005]  

【特許文献１】日本国特開２００５－３４７５６８号公報 

【特許文献２】日本国特開２００８－１４１１８６号公報 

[0006] 近年、基板処理装置の高生産性化に伴い、各工程の最適化（すなわち、
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基板処理装置のフットプリントのサイズを必要以上に大きくすることなく、

ウェーハの生産性を向上すること）が行われている。特に、ウェーハの膜厚や

清浄度を測定するための測定器による測定工程の最適化が求められている。 

[0007] ウェーハの生産性を向上するために、複数台の測定器を配置することが

望ましいが、この場合であっても、基板処理装置のフットプリントのサイズを5 

必要以上に大きくすることなく、ウェーハの生産性を向上する必要がある。 

 

発明の要旨 

[0008] そこで、本発明は、測定工程の最適化を実現することができる基板処理

装置を提供することを目的とする。 10 

[0009] 一態様では、基板処理装置が提供される。基板処理装置は、基板を研磨

する研磨モジュールと、前記基板を洗浄する洗浄モジュールと、前記洗浄され

た基板を乾燥させる乾燥モジュールと、前記基板を収納する搬送容器を載置す

る複数のロードポートと、研磨前の基板を前記研磨モジュールに搬送し、前記

乾燥モジュールで乾燥された基板を前記搬送容器に搬送する、ハウジング内に15 

配置された少なくとも1台の搬送ロボットと、前記ハウジングの正面側外壁に隣

接して、前記複数のロードポートを横並びに配置するロード・アンロード部と、

前記正面側外壁に接続された、前記ハウジングの側面側外壁に隣接して、鉛直

方向に並んで配置された、前記基板の表面状態を測定するための上段測定モ

ジュールおよび下段測定モジュールと、を備える。 20 

[0010] 一態様では、前記上段測定モジュールおよび前記下段測定モジュールの

少なくとも１つは、研磨前の基板の表面状態および／または研磨後の基板の表

面状態を測定する測定部を備えている。 

 一態様では、前記上段測定モジュールおよび前記下段測定モジュールのうち

の一方が前記測定部を備えている場合、前記上段測定モジュールおよび前記下25 

段測定モジュールのうちの他方は、少なくとも、前記測定部の動作を制御し、

前記測定部によって測定されたデータを取得する制御部を備えている。 

 一態様では、前記上段測定モジュールが前記測定部および前記制御部を備え

ている場合、前記上段測定モジュールにおける前記測定部は、前記制御部の下
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方に配置されており、前記下段測定モジュールが前記測定部および前記制御部

を備えている場合、前記下段測定モジュールにおける前記測定部は、前記制御

部の上方に配置されている。 

[0011] 一態様では、前記上段測定モジュールおよび前記下段測定モジュールの

それぞれが前記測定部を備えている場合、前記上段測定モジュールにおける前5 

記測定部と、前記下段測定モジュールにおける前記測定部と、は、互いに隣接

して配置されている。 

 一態様では、前記基板処理装置は、前記搬送容器内の基板を前記研磨モ

ジュールに搬送するための基板搬送位置と、前記乾燥モジュールで乾燥された

基板を受け取る基板受け取り位置と、前記上段測定モジュールおよび前記下段10 

測定モジュールと、の間で、前記搬送ロボットを移動させる水平移動機構およ

び上下移動機構を備えている。 

 一態様では、前記水平移動機構は、前記複数のロードポートが配置された領

域の距離に相当する長さを有しており、前記上下移動機構は、前記複数のロー

ドポートと、前記基板搬送位置および前記基板受け取り位置と、の間の距離に15 

相当する長さを有している。 

[0012] 一態様では、前記基板処理装置は、前記下段測定モジュールを収容する

収容フレームを備えており、前記収容フレームは、前記ハウジングとの間に隙

間を形成して、前記ハウジングに隣接している。 

 一態様では、前記上段測定モジュールは、前記収容フレーム上に載置されて20 

いる。 

 一態様では、前記上段測定モジュールおよび前記下段測定モジュールのそれ

ぞれは、前記ハウジングとの間に配置された弾性シールを介して、前記ハウジ

ングに隣接している。 

[0013] 基板処理装置は、鉛直方向に並んで配置された上段測定モジュールおよ25 

び下段測定モジュールを備えている。このような配置により、基板処理装置は、

そのフットプリントのサイズを必要以上に大きくすることなく、基板の生産性

を向上することができる。 
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図面の簡単な説明 

[0014] 図１は、基板処理装置の一実施形態を示す斜視図である。 

 図２は、図１に示す基板処理装置の側面図である。 

 図３は、図１に示す基板処理装置の平面図である。 5 

 図４は、測定ユニットの一実施形態を示す図である。 

 図５は、下段測定モジュールを収容する収容フレームを備えている。 

 図６は、ハウジングとの間に隙間を形成して配置された収容フレームを示す

図である。 

 図７は、測定ユニットとハウジングとの間に配置された弾性シールを示す図10 

である。 

 図８Ａ乃至図８Ｆは、上段測定モジュールおよび下段測定モジュールのそれ

ぞれにおける制御部および／または測定部の配置の一例を示す図である。 

 図９は、ハウジングに横付けされた測定ユニット（すなわち、上段測定モ

ジュールおよび下段測定モジュール）を備える複数の基板処理装置を示す図で15 

ある。 

 図１０は、ハウジングの両側に配置された測定モジュールを備える複数の基

板処理装置を示す図である。 

 図１１は、基板処理装置の他の実施形態を示す図である。 

 図１２は、基板処理装置の他の実施形態を示す図である。 20 

 図１３は、図１乃至図９を参照して説明した実施形態に係る基板処理装置に

おける基板の処理フローの一例を示す図である。 

 図１４は、図１乃至図９を参照して説明した実施形態に係る基板処理装置に

おける基板の処理フローの一例を示す図である。 

 図１５は、図１乃至図９を参照して説明した実施形態に係る基板処理装置に25 

おける基板の処理フローの一例を示す図である。 

 図１６は、図１乃至図９を参照して説明した実施形態に係る基板処理装置に

おける基板の処理フローの一例を示す図である。 

 図１７は、図１乃至図９を参照して説明した実施形態に係る基板処理装置に
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おける基板の処理フローの一例を示す図である。 

 

実施形態の説明 

[0015] 以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下

で説明する図面において、同一又は相当する構成要素には、同一の符号を付し5 

て重複した説明を省略する。以下で説明する複数の実施形態において、特に説

明しない一実施形態の構成は、他の実施形態と同じであるので、その重複する

説明を省略する。  

[0016] 図１は、基板処理装置の一実施形態を示す斜視図である。図２は、図

１に示す基板処理装置の側面図である。図３は、図１に示す基板処理装置の平10 

面図である。基板処理装置は、基板Ｗを処理するための第１処理ユニット

１０１および第２処理ユニット１０２を備えている。 

[0017] 基板Ｗの処理には、基板Ｗの研磨、洗浄、および乾燥が含まれる。第

１処理ユニット１０１および第２処理ユニット１０２は、横並びに配列されて

いる。基板Ｗの具体例としては、半導体デバイスに使用されるウェーハ、円形15 

基板、角基板、パネルなどが挙げられる。以下に説明する実施形態では、基板

Ｗとして円形ウェーハが使用される。 

[0018] 第１処理ユニット１０１および第２処理ユニット１０２は同じ構成要素

を有しているので、以下、第１処理ユニット１０１について説明する。以下の

説明は第２処理ユニット１０２にも適用できる。 20 

[0019] 第１処理ユニット１０１は、基板Ｗを研磨する複数の研磨モジュール

１Ａ，１Ｂと、基板Ｗを洗浄する複数の洗浄モジュール７，８，９，１０と、

洗浄された基板Ｗを乾燥させる乾燥モジュール１１と、第１処理ユニット

１０１の一方側から反対側まで延びる基板搬送装置１４と、基板Ｗを基板搬送

装置１４から各研磨モジュール１Ａ，１Ｂに、各研磨モジュール１Ａ，１Ｂか25 

ら複数の洗浄モジュール７，８，９に搬送する昇降搬送装置５を備えている。

昇降搬送装置５は、基板Ｗを洗浄モジュール７，８，９，１０間で搬送するよ

うに構成されている。 

[0020] 第１処理ユニット１０１は、洗浄モジュール１０から乾燥モジュール
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１１に、乾燥モジュール１１から基板搬送装置１４に搬送するように構成され

た中継搬送装置６をさらに備えている。第１処理ユニット１０１の中継搬送装

置６は、第１処理ユニット１０１と第２処理ユニット１０２との間で基板Ｗを

搬送するように構成されている。基板処理装置は、第１処理ユニット１０１お

よび第２処理ユニット１０２の上記構成要素の動作を制御する動作制御部5 

１５を備えている。 

[0021] 図３に示すように、研磨モジュール１Ａ，１Ｂ、昇降搬送装置５、中継

搬送装置６、洗浄モジュール７，８，９，１０および乾燥モジュール１１の周

囲は壁（筐体）１６で囲まれており、壁１６の内部の雰囲気が他のエリアに拡

散しないように、清浄度がコントロールされている。 10 

[0022] 基板Ｗは、壁（筐体）１６に設けられた開口部（シャッターを備える）

を通じて搬送される。特に、研磨モジュール１Ａ，１Ｂと洗浄モジュール７，

８，９，１０は、昇降搬送装置５を内部に有する昇降搬送エリア１７によって

仕切られている。昇降搬送エリア１７は壁（筐体）１６によって形成されてい

る。図１および図２では、壁（筐体）１６の詳細の図示は省略している。 15 

[0023] 第１処理ユニット１０１および第２処理ユニット１０２のそれぞれは、

ユニット化された組立体である。一実施形態では、第２処理ユニット１０２は、

第１処理ユニット１０１に着脱可能に連結されており、第２処理ユニット

１０２の全体は、第１処理ユニット１０１から分離することが可能である。 

[0024] さらに、同様の構成を持つ１つまたは複数の追加の処理ユニットを第20 

２処理ユニット１０２に連結することも可能である。すなわち、第１処理ユ

ニット１０１および第２処理ユニット１０２を含む３つ以上の処理ユニットを

直列に連結することが可能である。 

[0025] 第１処理ユニット１０１および第２処理ユニット１０２を含む複数の処

理ユニットの動作は、動作制御部１５によって制御される。動作制御部１５は、25 

プログラムが格納された記憶装置１５ａと、プログラムに含まれる命令に従っ

て演算を実行する演算装置１５ｂを備えている。 

[0026] 動作制御部１５は、少なくとも１台のコンピュータから構成される。記

憶装置１５ａは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）などの主記憶装置と、
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ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）な

どの補助記憶装置を備えている。演算装置１５ｂの例としては、ＣＰＵ（中央

処理装置）、ＧＰＵ（グラフィックプロセッシングユニット）が挙げられる。

ただし、動作制御部１５の具体的構成はこれらの例に限定されない。 

[0027] 図１乃至図３に示す実施形態では、第１処理ユニット１０１は、同じ高5 

さに並列に配置された２つの研磨モジュール１Ａ，１Ｂを備えている。一実施

形態では、処理ユニット１０１，１０２のそれぞれは、単一の研磨モジュール

を備えてもよく、他の実施形態では、処理ユニット１０１，１０２のそれぞれ

は、３つ以上の研磨モジュールを備えてもよい。基板搬送装置１４は、研磨モ

ジュール１Ａ，１Ｂ、洗浄モジュール７，８，９，１０、乾燥モジュール10 

１１よりも高い位置に配置されている。本実施形態では、基板搬送装置１４は、

洗浄モジュール７，８，９，１０および乾燥モジュール１１の上方に配置され

ている。 

[0028] 昇降搬送装置５は、基板搬送装置１４、研磨モジュール１Ａ，１Ｂ、洗

浄モジュール７，８，９，１０にアクセス可能な保持ハンド４０を備えている。15 

保持ハンド４０は、図１の矢印で示すように、上下に移動可能である。第１処

理ユニット１０１の中継搬送装置６は、第１処理ユニット１０１の研磨モ

ジュール１Ｂ、洗浄モジュール１０、乾燥モジュール１１、基板搬送装置１４、

および第２処理ユニット１０２の基板搬送装置１４、研磨モジュール１Ｃ、お

よび洗浄モジュール７，８にアクセス可能な保持ハンド６０を備えている。保20 

持ハンド６０は、図１の矢印で示すように、上下に移動可能である。 

[0029] 研磨すべき基板Ｗは、その被研磨面が上向きの状態で、第１処理ユニッ

ト１０１の基板搬送装置１４によって搬送される。第１処理ユニット１０１の

昇降搬送装置５は、基板搬送装置１４まで上昇し、基板Ｗを基板搬送装置

１４から取り出す。 25 

[0030] さらに、昇降搬送装置５は、基板Ｗの被研磨面が下向きになるように基

板Ｗを反転させ、その後、研磨モジュール１Ａ，１Ｂのいずれか一方に渡す。

基板Ｗは、研磨モジュール１Ａおよび研磨モジュール１Ｂの一方または両方に

よって研磨される。研磨モジュール１Ａ，１Ｂ間の基板Ｗの搬送は、昇降搬送
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装置５によって行われる。 

[0031] ２つの研磨モジュール１Ａ，１Ｂは同じ構成要素を有しているので、以

下、研磨モジュール１Ａについて説明する。詳細な説明を省略するが、第２処

理ユニット１０２の研磨モジュール１Ｃ，１Ｄも同じ構成要素を有している。 

[0032]研磨モジュール１Ａは、研磨パッド２０を支持する研磨テーブル２１と、5 

研磨テーブル２１を回転させるテーブルモータ２２と、研磨液を研磨パッド

２０上に供給する研磨液供給ノズル２４と、基板Ｗを研磨パッド２０に押し付

けて基板Ｗを研磨する２つの研磨ヘッド２５，２５と、研磨ヘッド２５，

２５をそれらの軸心を中心に回転させる研磨ヘッドモータ（図示せず）を有し

ている。 10 

[0033] ２つの研磨ヘッド２５，２５は、ヘッドアーム２８に回転可能に支持さ

れており、上記研磨ヘッドモータはヘッドアーム２８内に配置されている。

ヘッドアーム２８の中央部は支持軸２９により支持されている。 

[0034] 研磨モジュール１Ａは、基板Ｗを昇降搬送装置５から受け取り、基板Ｗ

を２つの研磨ヘッド２５，２５のうちの一方に渡す基板ローダー３３をさらに15 

備えている。基板ローダー３３は、研磨テーブル２１の外側に配置されている。

昇降搬送装置５は、基板Ｗの被研磨面が下方を向くように基板Ｗを反転させる

ように構成されており、基板Ｗの被研磨面が下方を向いた状態で基板Ｗを基板

ローダー３３に渡す。 

[0035]研磨モジュール１Ａは、ヘッドアーム２８および２つの研磨ヘッド２５，20 

２５を、支持軸２９を中心に回転させるアーム旋回モータ（図示せず）をさら

に備えている。このアーム旋回モータは、ヘッドアーム２８または支持軸

２９に設置されている。ヘッドアーム２８がアーム旋回モータによって

１８０度の角度だけ回転されると、２つの研磨ヘッド２５，２５のうちの一方

は研磨パッド２０の上方位置に移動され、他方の研磨ヘッド２５は基板ロー25 

ダー３３の上方位置に移動される。 

[0036] 基板ローダー３３は、基板Ｗを持ち上げ、研磨テーブル２１の外側にあ

る研磨ヘッド２５に基板Ｗを渡すように構成されている。研磨ヘッド２５，

２５は、真空吸引によりその下面に基板Ｗを保持することが可能に構成されて
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いる。一実施形態では、研磨モジュール１Ａ，１Ｂのうちの一方または両方は、

単一の研磨ヘッド２５を有してもよい。 

[0037] 基板Ｗの研磨は、次のようにして行われる。研磨すべき基板Ｗが研磨

ヘッド２５により保持されると、ヘッドアーム２８は１８０度回転し、研磨

ヘッド２５は基板Ｗとともに、研磨パッド２０の上方位置に移動する。研磨5 

テーブル２１および研磨パッド２０は、テーブルモータ２２により回転し、研

磨液供給ノズル２４から研磨液（典型的にはスラリー）が研磨パッド２０上に

供給される。 

[0038] 研磨ヘッド２５は、ヘッドアーム２８内に配置された研磨ヘッドモータ

（図示せず）により回転されながら、基板Ｗの下面（被研磨面）を研磨パッド10 

２０に押し付ける。基板Ｗの下面は、研磨液の化学的作用と、研磨液に含まれ

る砥粒および／または研磨パッド２０の機械的作用の組み合わせにより研磨さ

れる。本実施形態の研磨モジュール１Ａ，１Ｂは、基板Ｗを化学機械的に研磨

する化学機械研磨装置（ＣＭＰ装置）である。 

[0039] 基板Ｗの研磨が終了すると、ヘッドアーム２８は１８０度回転し、研磨15 

ヘッド２５は研磨された基板Ｗとともに、基板ローダー３３の上方位置に移動

する。研磨ヘッド２５は、基板Ｗをリリースし、基板Ｗは基板ローダー３３上

に置かれる。昇降搬送装置５の保持ハンド４０は、基板Ｗを基板ローダー

３３から取り出し、複数の洗浄モジュール７～１０のいずれかに基板Ｗを搬入

する。 20 

[0040] 本実施形態では、研磨モジュール１Ａが２つの研磨ヘッド２５，２５を

有しているので、一方の研磨ヘッド２５が研磨パッド２０の上方位置にある間

あるいは基板Ｗを研磨している間に、他方の研磨ヘッド２５が基板Ｗをリリー

スし、次に研磨する基板を保持することができる。 

[0041] 本実施形態の複数の洗浄モジュール７，８，９，１０は、前洗浄モ25 

ジュールまたは後洗浄モジュールとして使用される洗浄モジュール７と、後洗

浄モジュールとして使用される複数の（図１では３つの）洗浄モジュール８，

９，１０を含む。前洗浄モジュールは、研磨モジュール１Ａ，１Ｂによって研

磨される前の基板Ｗを洗浄するための洗浄装置であり、後洗浄モジュールは、
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研磨モジュール１Ａ，１Ｂによって研磨された後の基板Ｗを洗浄するための洗

浄装置である。 

[0042] 洗浄モジュール７と洗浄モジュール８は、縦方向に沿って配列され、洗

浄モジュール９、洗浄モジュール１０、および乾燥モジュール１１も、縦方向

に沿って配列されている。洗浄モジュール７，８のグループは、洗浄モジュー5 

ル９，１０および乾燥モジュール１１のグループから離れて配置されている。

洗浄モジュール７は洗浄モジュール８の上に配置されている。乾燥モジュール

１１は洗浄モジュール１０の上に配置され、洗浄モジュール１０は洗浄モ

ジュール９の上に配置されている。 

[0043] ４つの洗浄モジュール７，８，９，１０のタイプは特に限定されない。10 

一例では、洗浄モジュール７はバフ洗浄装置またはスポンジスクラブ洗浄装置

であり、洗浄モジュール８，９はスポンジスクラブ洗浄装置であり、洗浄モ

ジュール１０は二流体ジェット洗浄装置である。 

[0044] 洗浄モジュール７，８，９，１０の洗浄メカニズムは、公知の構成を使

用することができる。乾燥モジュール１１のタイプも特に限定されない。例え15 

ば、乾燥モジュール１１は、イソプロピルアルコールの蒸気を基板Ｗに吹き付

けて基板Ｗを乾燥させるＩＰＡ乾燥装置であってもよく、あるいは、基板Ｗを

高速で回転させることで液体を基板Ｗから除去するスピン乾燥装置であっても

よい。 

[0045] 昇降搬送装置５の動作は、基板Ｗを研磨モジュール１Ａまたは１Ｂに搬20 

送する前に洗浄モジュール７に搬送する前洗浄モードと、基板Ｗを研磨モ

ジュール１Ａまたは１Ｂから取り出した後に洗浄モジュール７に搬送する後洗

浄モードとの間で切り替えるように構成されている。 

[0046] 前洗浄モードでは、洗浄モジュール７は前洗浄モジュールとして動作す

る。すなわち、動作制御部１５は、昇降搬送装置５に指令を与えて、基板Ｗを25 

研磨モジュール１Ａまたは１Ｂに搬送する前に、基板Ｗを基板搬送装置１４か

ら洗浄モジュール７に搬送させる。前洗浄モジュールとしての洗浄モジュール

７は、研磨前の基板Ｗを洗浄する。 

[0047] 後洗浄モードでは、洗浄モジュール７は後洗浄モジュールとして動作す
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る。すなわち、動作制御部１５は、昇降搬送装置５に指令を与えて、研磨され

た基板Ｗを研磨モジュール１Ａまたは１Ｂから洗浄モジュール７に搬送させる。

後洗浄モジュールとしての洗浄モジュール７は、研磨された基板Ｗを洗浄する。 

[0048] 前洗浄モードでは、研磨された基板Ｗは、洗浄モジュール８、洗浄モ

ジュール９、および洗浄モジュール１０の順に搬送され、これら洗浄モジュー5 

ル８，９，１０によって洗浄される。後洗浄モードでは、研磨された基板Ｗは、

洗浄モジュール７、洗浄モジュール８、洗浄モジュール９、および洗浄モ

ジュール１０の順に搬送され、これら洗浄モジュール７，８，９，１０によっ

て洗浄される。 

[0049] 本実施形態では、昇降搬送装置５は、洗浄モジュール７，８，９，10 

１０にアクセス可能に構成され、中継搬送装置６は、洗浄モジュール１０およ

び乾燥モジュール１１にアクセス可能に構成されている。したがって、昇降搬

送装置５は、清浄度の低い（すなわち研磨液および研磨屑が付着した）研磨後

の基板Ｗを搬送し、中継搬送装置６は、清浄度の高い、洗浄後の基板Ｗを搬送

する。さらに、２つの搬送装置、すなわち昇降搬送装置５と中継搬送装置６を15 

用いることで、基板の搬送が律速になることを防ぎ、複数の基板を連続的に処

理することができる。 

[0050] 一実施形態では、昇降搬送装置５は、上下に配置され互いに独立して動

作する２つの保持ハンド４０を有し、中継搬送装置６は、上下に配置され互い

に独立して動作する２つの保持ハンド６０を有する。 20 

[0051] 例えば、下側の保持ハンド４０は、ウエット状態の基板を搬送し、上側

の保持ハンド４０は、乾燥した基板を搬送することができる。同様に、下側の

保持ハンド６０は、ウエット状態の基板を搬送し、上側の保持ハンド６０は、

乾燥した基板を搬送することができる。 

[0052] 一実施形態では、昇降搬送装置５は、洗浄モジュール７，８，９，25 

１０および乾燥モジュール１１のすべてにアクセス可能に構成されてもよい。

この場合は、基板Ｗの洗浄モジュール７，８，９，１０および乾燥モジュール

１１への搬入および搬出は、昇降搬送装置５によって実行される。 

[0053] 基板搬送装置１４は、基板Ｗを支持する基板ステージ７１と、基板ス
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テージ７１を水平に移動させるステージ移動機構７２を備えている。基板ス

テージ７１はステージ移動機構７２に連結されている。ステージ移動機構

７２は、第１処理ユニット１０１の一方側から反対側まで水平に延びている。 

[0054] より具体的には、ステージ移動機構７２は、第１処理ユニット１０１の

幅方向に延びており、洗浄モジュール７，８，９，１０および乾燥モジュール5 

１１の上方に配置されている。本実施形態の基板搬送装置１４は、基板Ｗを直

線上に移動させるリニアトランスポータである。 

[0055] ステージ移動機構７２は、基板ステージ７１を第１位置Ｐ１、第２位置

Ｐ２、および第３位置Ｐ３で停止させるように構成されている。第１位置Ｐ

１は、第１処理ユニット１０１の一方側に位置しており、第２位置Ｐ２は第10 

１処理ユニット１０１の反対側に位置している。第３位置Ｐ３は、第１位置Ｐ

１と第２位置Ｐ２との間に位置している。 

[0056]より具体的には、第１位置Ｐ１は、洗浄モジュール７，８の上方にあり、

第２位置Ｐ２は洗浄モジュール９，１０および乾燥モジュール１１の上方にあ

る。第３位置Ｐ３は、洗浄モジュール７，８のグループと、洗浄モジュール９，15 

１０および乾燥モジュール１１のグループの間に位置している。 

[0057] 基板処理装置は、第１処理ユニット１０１に隣接したロード・アンロー

ド部５０を備えている。図２および図３に示すように、ロード・アンロード部

５０は、複数の基板Ｗが収納されたカセットストレージ（すなわち、搬送容器）

１００が置かれるカセットローダー（言い換えれば、ロードポート）５３と、20 

研磨すべき１つの基板Ｗをカセットストレージ１００から取り出して、基板搬

送装置１４に渡す搬送ロボット５５をさらに備えている。 

[0058] 搬送ロボット５５は、複数の外壁から構成されたハウジングＰＬ内に配

置されており（図３参照）、カセットローダー５３と基板搬送装置１４との間

に配置されている。本実施形態では、１台の搬送ロボット５５が配置されてい25 

るが、搬送ロボット５５の数は、本実施形態には限定されない。一実施形態で

は、２台以上の搬送ロボット５５が配置されてもよい。 

[0059] 本実施形態では、複数（より具体的には、４台）のカセットローダー

５３が配置されている。これら複数のカセットローダー５３は、ハウジングＰ
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Ｌの第１外壁（言い換えれば、正面側外壁）ＰＬ１に隣接して、横並びに配置

されている。 

[0060] 基板処理装置は、搬送ロボット５５を水平方向および上下方向に移動さ

せる水平移動機構５６および上下移動機構５７をさらに備えている。上下移動

機構５７は、搬送ロボット５５をカセットストレージ１００と基板搬送装置5 

１４との間で昇降させるように構成されている。すなわち、搬送ロボット

５５は、研磨すべき１つの基板Ｗをカセットストレージ１００から取り出し、

上下移動機構５７により基板搬送装置１４まで上昇して、基板Ｗを第１処理ユ

ニット１０１の基板搬送装置１４の基板ステージ７１上に置く。 

[0061] さらに、第１処理ユニット１０１および第２処理ユニット１０２の少な10 

くとも一方によって処理（研磨、洗浄、乾燥）された基板Ｗは、第１処理ユ

ニット１０１の基板搬送装置１４の基板ステージ７１から搬送ロボット５５に

よって取り出される。搬送ロボット５５は、処理された基板Ｗとともに、上下

移動機構５７によって下降され、処理された基板Ｗをカセットストレージ

１００に戻す。 15 

[0062]研磨ヘッド２５，２５は、図示しないフレームから吊り下げられている。

より具体的には、支持軸２９は、図示しないフレームから下方に延びており、

ヘッドアーム２８は、支持軸２９の下部に回転可能に支持されている。ヘッド

アーム２８または支持軸２９には、ヘッドアーム２８および２つの研磨ヘッド

２５，２５を、支持軸２９を中心に回転させるアーム旋回モータ（図示せず）20 

が設置されている。研磨モジュール１Ｂも同様の構成を有している。 

[0063] 基板処理装置は、研磨開始前および／または研磨終了後の基板Ｗの表面

状態（例えば、基板Ｗの表面に形成された膜厚、基板Ｗの表面の清浄度）を測

定するための測定ユニット２００（図１および図３参照）を備えている。 

[0064]図４は、測定ユニットの一実施形態を示す図である。図４に示すように、25 

測定ユニット２００は、基本的に同一の構成を有する上段測定モジュールＭＬ

および下段測定モジュールＭＬを有している。上段測定モジュールＭＬおよび

下段測定モジュールＭＬのそれぞれは、基板Ｗの表面状態を測定するように構

成されている。 
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[0065] 上段測定モジュールＭＬおよび下段測定モジュールＭＬは、ハウジング

ＰＬの第１外壁ＰＬ１に接続された第２外壁（言い換えれば、側面側外壁）Ｐ

Ｌ２に隣接して、鉛直方向に並んで配置されている。第１外壁ＰＬ１および第

２外壁ＰＬ２は、ハウジングＰＬを上から見たとき、互いに垂直に延びている。

第１外壁ＰＬ１に隣接して配置された複数のカセットストレージ１００（また5 

はカセットローダー５３）と、第２外壁ＰＬ２に隣接して配置された複数の測

定モジュールＭＬは、互いに直交して配置されている。 

[0066] 図４に示すように、搬送ロボット５５は、水平移動機構５６および上下

移動機構５７によって上下方向および水平方向に移動可能に構成されている。

より具体的には、搬送ロボット５５は、水平移動機構５６および上下移動機構10 

５７を動作させることによって、カセットストレージ１００内の基板Ｗを研磨

モジュール１Ａ～１Ｄに搬送するための基板搬送位置２０１と、乾燥モジュー

ル１１で乾燥された基板Ｗを受け取る基板受け取り位置２０２と、測定ユニッ

ト２００と、の間で移動するように構成されている。 

[0067] 水平移動機構５６は、横並びに配置された複数のカセットストレージ15 

１００（または複数のカセットローダー５３）が配置された領域の距離に相当

する長さを有しており、この距離は、複数のカセットストレージ１００のうち、

最も端に配置された２つのカセットストレージ１００の間の距離に相当する。

水平移動機構５６は、複数のカセットストレージ１００のすべてにアクセス可

能である。 20 

[0068] 上下移動機構５７は、カセットストレージ１００と、基板搬送位置

２０１および基板受け取り位置２０２と、の間の距離に相当する長さを有して

おり、カセットストレージ１００と、基板搬送位置２０１および基板受け取り

位置２０２と、にアクセス可能である。 

[0069] 基板搬送位置２０１および基板受け取り位置２０２は、ハウジングＰＬ25 

の上部（すなわち、カセットストレージ１００の上方）に配置されており、互

いに隣接している。これら基板搬送位置２０１および基板受け取り位置

２０２は、基板搬送装置１４によってアクセス可能な位置であり、搬送ロボッ

ト５５は、基板搬送位置２０１および基板受け取り位置２０２を通じて、基板



15 

 

搬送装置１４との間で基板Ｗを受け渡すことができる。 

[0070] 本実施形態では、測定ユニット２００をロード・アンロード部５０の側

方に配置することにより、搬送ロボット５５は、研磨開始前および／または研

磨終了後の基板Ｗを迅速に測定ユニット２００に搬送することができる。 

[0071] 測定ユニット２００は、ロード・アンロード部５０の側方の領域に配置5 

されているが、第１処理ユニット１０１および第２処理ユニット１０２の側方

の領域には配置されていない（図３参照）。このような配置により、作業者は、

測定ユニット２００に阻害されることなく、第１処理ユニット１０１および第

２処理ユニット１０２のメンテナンスを実行することができる。 

[0072] 基板Ｗの汚染を防止するために、基板Ｗの搬送時間をなるべく短縮する10 

ことが望ましい。本実施形態では、搬送ロボット５５は、互いに近接して配置

されたカセットストレージ１００および測定ユニット２００に迅速にアクセス

することができる。さらに、基板搬送位置２０１および基板受け取り位置

２０２を測定ユニット２００およびカセットストレージ１００に隣接して配置

することにより、搬送ロボット５５は、基板Ｗを迅速に受け渡すことができる。 15 

[0073] 図４に示す実施形態では、上段測定モジュールＭＬおよび下段測定モ

ジュールＭＬのそれぞれは、研磨前の基板Ｗの表面状態および／または研磨後

の基板Ｗの表面状態を測定する測定部Ｄ２と、測定部Ｄ２の動作を制御し、測

定部Ｄ２によって測定されたデータ（測定データ）を取得する制御部Ｄ１と、

を備えている。 20 

[0074] 測定部Ｄ２は、基板Ｗが静止した状態で基板Ｗの表面状態を測定するス

タンドアローン型の測定装置である。測定部Ｄ２は、例えば、基板Ｗの膜厚プ

ロファイルを測定する膜厚測定器（例えば、ＩＴＭ（In-line Thickness Monit

or））、または基板Ｗの表面上のパーティクルの数を測定する測定器（パー

ティクルアナライザ、パーティクルカウンタ）である。 25 

[0075] 制御部Ｄ１は、測定部Ｄ２に電気的に接続されている。したがって、制

御部Ｄ１は、測定部Ｄ２によって測定されたデータに基づいて、基板Ｗの表面

状態のプロファイルを作成してもよい。 

[0076] 制御部Ｄ１は、動作制御部１５（図１参照）にも電気的に接続されてい
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る。したがって、制御部Ｄ１は、測定部Ｄ２によって測定されたデータを動作

制御部１５に送り、動作制御部１５は、制御部Ｄ１から送られたデータに基づ

いて、第１処理ユニット１０１および第２処理ユニット１０２の動作を制御す

ることができる。 

[0077] 上段測定モジュールＭＬおよび下段測定モジュールＭＬのそれぞれは、5 

上部収容スペースＵＣおよび下部収容スペースＬＣを有している。下段測定モ

ジュールＭＬにおいて、下部収容スペースＬＣは制御部Ｄ１を収容しており、

上部収容スペースＵＣは測定部Ｄ２を収容している。上段測定モジュールＭＬ

において、下部収容スペースＬＣは測定部Ｄ２を収容しており、上部収容ス

ペースＵＣは制御部Ｄ１を収容している。 10 

[0078] 上段測定モジュールＭＬにおいて、測定部Ｄ２は、制御部Ｄ１の下方に

配置されている。下段測定モジュールＭＬにおいて、測定部Ｄ２は、制御部Ｄ

１の上方に配置されている。このような配置により、上段測定モジュールＭＬ

における測定部Ｄ２と、下段測定モジュールＭＬにおける測定部Ｄ２と、は、

互いに隣接して配置される。 15 

[0079] したがって、搬送ロボット５５が上段測定モジュールＭＬの測定部Ｄ

２にアクセスする時間と、搬送ロボット５５が下段測定モジュールＭＬの測定

部Ｄ２にアクセスする時間と、の間の差は、ほとんど生じない。結果として、

搬送される複数の基板Ｗの間における搬送時間の差を低減することができる。 

[0080] さらに、本実施形態では、上段測定モジュールＭＬの測定部Ｄ２と、下20 

段測定モジュールＭＬの測定部Ｄ２と、は、カセットストレージ１００と、基

板搬送位置２０１および基板受け取り位置２０２と、の間の領域に配置されて

いる。したがって、搬送ロボット５５は、測定部Ｄ２と、カセットストレージ

１００と、基板搬送位置２０１および基板受け取り位置２０２と、に迅速にア

クセスすることができる。結果として、基板Ｗの搬送時間を限りなく、短縮す25 

ることができる。 

[0081] 図５は、下段測定モジュールを収容する収容フレームを備えている。上

段測定モジュールＭＬは、下段測定モジュールＭＬの上方に配置されている。

基板処理装置は、下段測定モジュールＭＬを収容する収容フレーム３０１を備
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えている。収容フレーム３０１は、基板処理装置が設置された、振動が小さな

床ＦＬ上に設置されている。上段測定モジュールＭＬは、収容フレーム

３０１上に載置されている。 

[0082] 図６は、ハウジングとの間に隙間を形成して配置された収容フレームを

示す図である。図６に示すように、収容フレーム３０１は、ハウジングＰＬと5 

の間に隙間Ｇを形成して、ハウジングＰＬに隣接している。したがって、測定

ユニット２００とハウジングＰＬとの間には、隙間Ｇが形成されている。 

[0083] 測定ユニット２００（特に、測定部Ｄ２）は、精密機器であり、より精

度よく基板Ｗの表面状態を測定するために、基板Ｗを静止した状態で測定する

ことが望ましい。本実施形態では、隙間Ｇを形成することにより、測定ユニッ10 

ト２００の測定部Ｄ２は、ハウジングＰＬ内の機器に起因する振動の影響を受

けることなく、基板Ｗの表面状態を測定することができる。 

[0084] 図７は、測定ユニットとハウジングとの間に配置された弾性シールを示

す図である。図７に示すように、測定ユニット２００（より具体的には、上段

測定モジュールＭＬおよび下段測定モジュールＭＬ）は、ハウジングＰＬとの15 

間に配置された弾性シールＳＬを介して、ハウジングＰＬに隣接している。こ

のような構成によっても、測定ユニット２００の測定部Ｄ２は、ハウジングＰ

Ｌ内の機器に起因する振動の影響を受けることなく、基板Ｗの表面状態を測定

することができる。 

[0085] 図８Ａ乃至図８Ｆは、上段測定モジュールおよび下段測定モジュールの20 

それぞれにおける制御部および／または測定部の配置の一例を示す図である。

上述した実施形態では、上段測定モジュールＭＬおよび下段測定モジュールＭ

Ｌのそれぞれは、制御部Ｄ１および測定部Ｄ２を備えているが、一実施形態で

は、上段測定モジュールＭＬおよび下段測定モジュールＭＬのそれぞれは、制

御部Ｄ１および測定部Ｄ２の両方を備える必要はない。 25 

[0086] 図８Ａ乃至図８Ｆに示す実施形態では、上段測定モジュールＭＬおよび

下段測定モジュールＭＬの少なくとも１つは、測定部Ｄ２を備えている。上段

測定モジュールＭＬおよび下段測定モジュールＭＬのうちの一方が測定部Ｄ

２を備えている場合、上段測定モジュールＭＬおよび下段測定モジュールＭＬ
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のうちの他方は、少なくとも制御部Ｄ１を備えている。 

[0087] 図８Ａ乃至図８Ｆに示す実施形態では、複数の測定部Ｄ２は、互いに隣

接して配置されている。図８Ａに示す実施形態では、上段測定モジュールＭＬ

の下部収容スペースＬＣは測定部Ｄ２を収容しており、上部収容スペースＵＣ

は何も収容していない。下段測定モジュールＭＬの下部収容スペースＬＣは制5 

御部Ｄ１を収容し、上部収容スペースＵＣは測定部Ｄ２を収容している。 

[0088] 図８Ａに示す実施形態では、１台の制御部Ｄ１は、２台の測定部Ｄ２に

電気的に接続されており、２台の測定部Ｄ２の動作を制御し、かつ測定データ

を取得するように構成されている。このように、測定ユニット２００は、測定

部Ｄ２の数に対応する数の制御部Ｄ１を有していなくてもよい。 10 

[0089] 図８Ｂに示す実施形態では、図８Ａに示す実施形態とは異なり、上段測

定モジュールＭＬの上部収容スペースＵＣは測定部Ｄ２を収容しており、下段

測定モジュールＭＬの上部収容スペースＵＣは何も収容していない。このよう

な配置により、２台の測定部Ｄ２は、基板搬送位置２０１および基板受け取り

位置２０２により近接して配置される。したがって、搬送ロボット５５は、15 

２台の測定部Ｄ２と基板搬送装置１４との間において、基板Ｗをより効率的に

受け渡すことができる。 

[0090] 図８Ｃに示す実施形態では、上段測定モジュールＭＬの上部収容スペー

スＵＣは制御部Ｄ１を収容しており、下部収容スペースＬＣは測定部Ｄ２を収

容している。下段測定モジュールＭＬの上部収容スペースＵＣは測定部Ｄ２を20 

収容しており、下部収容スペースＬＣは何も収容していない。このような配置

により、図４乃至図７に示す実施形態における効果と同様に、搬送される複数

の基板Ｗの間における搬送時間の差を低減することができる。 

[0091] 図８Ｄに示す実施形態では、上段測定モジュールＭＬの上部収容スペー

スＵＣは制御部Ｄ１を収容しており、下部収容スペースＬＣは何も収容してい25 

ない。下段測定モジュールＭＬの上部収容スペースＵＣおよび下部収容スペー

スＬＣのそれぞれは、測定部Ｄ２を収容している。このような配置により、複

数の測定部Ｄ２を収容フレーム３０１の重心に配置することができ、結果とし

て、測定部Ｄ２は、自身に作用する振動の影響を限りなく排除した状態で基板
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Ｗの表面状態を測定することができる。 

[0092] 図８Ｅに示す実施形態では、上段測定モジュールＭＬの上部収容スペー

スＵＣおよび下部収容スペースＬＣのそれぞれは、測定部Ｄ２を収容している。

下段測定モジュールＭＬの上部収容スペースＵＣは制御部Ｄ１を収容しており、

下部収容スペースＬＣは何も収容していない。このような配置により、図８Ｂ5 

に示す実施形態における効果と同一の効果を奏することができる。 

[0093] 図８Ｆに示す実施形態では、上段測定モジュールＭＬの上部収容スペー

スＵＣは何も収容しておらず、下部収容スペースＬＣは制御部Ｄ１を収容して

いる。下段測定モジュールＭＬの上部収容スペースＵＣおよび下部収容スペー

スＬＣのそれぞれは、測定部Ｄ２を収容している。このような配置により、図10 

８Ｄに示す実施形態における効果と同一の効果を奏することができる。 

[0094] なお、図８Ａ乃至図８Ｆに示す実施形態では、１台の制御部Ｄ１が配置

されており、上段測定モジュールＭＬおよび／または下段測定モジュールＭＬ

は、空いた（何も収容していない）収容スペースを有しているが、新たな制御

部Ｄ１または測定部Ｄ２を、空いた収容スペースに収容してもよい。空いた収15 

容スペースに新たな測定部Ｄ２を収容することにより、基板処理装置は、基板

Ｗの生産性をさらに向上することができる。  

[0095] 本実施形態によれば、基板処理装置は、鉛直方向に並んで配置された上

段測定モジュールＭＬおよび下段測定モジュールＭＬを備えている。このよう

な配置により、基板処理装置は、そのフットプリントのサイズを必要以上に大20 

きくすることなく、基板Ｗの生産性を向上することができる。言い換えれば、

基板処理装置は、基板Ｗの測定工程の最適化を実現することができる。 

[0096] 一般的に、基板Ｗの生産性を向上するために、基板処理装置のカセット

ローダー５３に隣接して、カセットストレージ１００を保管するためのバッ

ファ装置（図示しない）を取り付ける場合がある。本実施形態では、測定ユ25 

ニット２００は、ロード・アンロード部５０の側方に配置されている。した

がって、バッファ装置は、測定ユニット２００に阻害されることなく、カセッ

トローダー５３に隣接して設置可能である。 

[0097] 図９は、ハウジングに横付けされた測定ユニット（すなわち、上段測定
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モジュールおよび下段測定モジュール）を備える複数の基板処理装置を示す図

である。図１０は、ハウジングの両側に配置された測定モジュールを備える複

数の基板処理装置を示す図である。 

[0098] 図９および図１０に示すように、複数の基板処理装置を横並びに配置す

る場合、互いに隣接する基板処理装置の測定モジュールＭＬ同士の接触を避け5 

るため、必要最低限の隙間を確保しなければならない。 

[0099] 図９および図１０の比較から明らかなように、ハウジングＰＬの両側に

測定モジュールＭＬを配置すると、基板処理装置の全体のフットプリントが大

きくなってしまう。加えて、基板処理装置の設置間隔が必要以上に広くなり、

結果として、クリーンルームに設置可能な基板処理装置の数が減少してしまう。 10 

[0100] その一方で、図９に示すように、ハウジングＰＬの一側方に複数の測定

モジュールＭＬを鉛直方向に沿って配置することにより、基板処理装置の全体

のフットプリントのサイズを必要以上に大きくする必要はなく、図１０と比較

して、多くの基板処理装置をクリーンルームに設置することができる。 

[0101] 図１１は、基板処理装置の他の実施形態を示す図である。図１１に示す15 

実施形態では、複数の測定モジュールＭＬは、基板処理装置の長手方向（第

１処理ユニット１０１および第２処理ユニット１０２の配列方向）に沿って配

置されている。このような配置によっても、基板処理装置の設置間隔を必要以

上に広くすることなく、多くの基板処理装置をクリーンルームに設置すること

ができる（図１０および図１１参照）。 20 

[0102] その一方で、図１１に示す実施形態では、複数の測定モジュールＭＬの

少なくとも１つは、搬送ロボット５５の水平移動機構５６の敷設方向に存在し

ないため、搬送ロボット５５を各測定モジュールＭＬにアクセスさせるための

機構（図示しない）を新たに追加する必要がある。 

[0103] さらには、複数の測定モジュールＭＬを、基板処理装置の長手方向に25 

沿って、水平に配置することにより、基板処理装置の全体のフットプリントは、

図９に示す実施形態に係る基板処理装置の全体のフットプリントと比べると、

大きくなってしまう。しかしながら、図１１に示す実施形態に係る基板処理装

置の構成も、必要に応じて、適宜、採用可能である。 
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[0104] 図１２は、基板処理装置の他の実施形態を示す図である。図１２に示す

実施形態では、複数の測定モジュールＭＬは、基板処理装置の幅方向（すなわ

ち、カセットローダー５３の配列方向）に沿って、ロード・アンロード部

５０に配置されている。このような配置によっても、基板処理装置の設置間隔

を必要以上に広くすることなく、多くの基板処理装置をクリーンルームに設置5 

することができる（図１０および図１２参照）。 

[0105] その一方で、図１２に示す実施形態では、ロード・アンロード部５０の

幅方向は、処理ユニット１０１，１０２の幅方向よりも大きくなってしまい、

無駄なスペースが生じてしまう。 

[0106]さらに、複数の測定モジュールＭＬを、基板処理装置の幅方向に沿って、10 

水平に配置することにより、基板処理装置の全体のフットプリントは、図９に

示す実施形態に係る基板処理装置の全体のフットプリントと比べると、大きく

なってしまう。しかしながら、図１２に示す実施形態に係る基板処理装置の構

成も、必要に応じて、適宜、採用可能である。 

[0107] 図１３乃至図１７は、図１乃至図９と、図１１，１２と、を参照して説15 

明した実施形態に係る基板処理装置における基板の処理フローの一例を示す図

である。図１３乃至図１７に示す実施形態において、処理フローを実行するた

めのプログラムは、記憶装置１５ａに格納されている。演算装置１５ｂは、記

憶装置１５ａに格納されたプログラムに基づいて、処理フローを実行する。 

[0108] 図１３に示す実施形態では、動作制御部１５は、基板Ｗを処理ユニット20 

１０１（および／または処理ユニット１０２）で処理（研磨）する前に、基板

Ｗの表面状態を測定ユニット２００で測定する処理フローを実行するように構

成されている。 

[0109] 図１３のステップＳ１０１乃至Ｓ１０４に示すように、搬送ロボット

５５は、処理すべき１つの基板Ｗをカセットストレージ１００から取り出して、25 

上段測定モジュールＭＬまたは下段測定モジュールＭＬに搬送する。上段測定

モジュールＭＬまたは下段測定モジュールＭＬは、基板Ｗの表面状態を測定す

る。 

[0110] そ の 後 、 搬 送 ロ ボ ッ ト ５ ５ は 、 測 定 後 の 基 板Ｗを 処 理ユニッ ト
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１０１（および／または処理ユニット１０２）に搬送し、基板Ｗを処理（研磨、

洗浄、乾燥）する（ステップＳ１０５，Ｓ１０６参照）。その後、搬送ロボッ

ト５５は、処理後の基板Ｗをカセットストレージ１００に戻す（ステップＳ

１０７，Ｓ１０８参照）。 

[0111] 図１４に示す実施形態では、動作制御部１５は、基板Ｗを処理ユニット5 

１０１（および／または処理ユニット１０２）で処理する前後に、基板Ｗの表

面状態を測定ユニット２００で測定する処理フローを実行するように構成され

ている。 

[0112] 図１４のステップＳ２０１乃至Ｓ２０４に示すように、搬送ロボット

５５は、処理すべき１つの基板Ｗをカセットストレージ１００から取り出して、10 

上段測定モジュールＭＬまたは下段測定モジュールＭＬに搬送する。上段測定

モジュールＭＬまたは下段測定モジュールＭＬは、基板Ｗの表面状態を測定す

る。 

[0113] そ の 後 、 搬 送 ロ ボ ッ ト ５ ５ は 、 測 定 後 の 基 板Ｗを 処 理ユニッ ト

１０１（および／または処理ユニット１０２）に搬送し、基板Ｗを処理（研磨、15 

洗浄、乾燥）する（ステップＳ２０５，Ｓ２０６参照）。その後、搬送ロボッ

ト５５は、処理後の基板Ｗを上段測定モジュールＭＬまたは下段測定モジュー

ルＭＬに搬送し（ステップＳ２０７乃至Ｓ２０９参照）、上段測定モジュール

ＭＬまたは下段測定モジュールＭＬは、基板Ｗの表面状態を測定する。その後、

搬送ロボット５５は、測定後の基板Ｗをカセットストレージ１００に戻す（ス20 

テップＳ２１０，Ｓ２１１参照）。 

[0114] 図１５に示す実施形態では、動作制御部１５は、基板Ｗを処理ユニット

１０１（および／または処理ユニット１０２）で処理（研磨）した後に、基板

Ｗの表面状態を測定ユニット２００で測定する処理フローを実行するように構

成されている。 25 

[0115] 図１５のステップＳ３０１乃至Ｓ３０３に示すように、搬送ロボット

５５は、処理すべき１つの基板Ｗをカセットストレージ１００から取り出して、

基板Ｗを処理ユニット１０１（および／または処理ユニット１０２）に搬送し、

基板Ｗを処理（研磨、洗浄、乾燥）する。 
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[0116] その後、搬送ロボット５５は、処理後の基板Ｗを上段測定モジュールＭ

Ｌまたは下段測定モジュールＭＬに搬送する（ステップＳ３０４乃至Ｓ

３０６参照）。上段測定モジュールＭＬまたは下段測定モジュールＭＬは、基

板Ｗの表面状態を測定する。その後、搬送ロボット５５は、測定後の基板Ｗを

カセットストレージ１００に戻す（ステップＳ３０７，Ｓ３０８参照）。 5 

[0117] 図１６に示す実施形態では、動作制御部１５は、基板Ｗを処理ユニット

１０１（および／または処理ユニット１０２）で処理する前後に、基板Ｗの表

面状態を測定ユニット２００で測定する処理フローを実行するように構成され

ている。特に、動作制御部１５は、基板Ｗを処理ユニット１０１（および／ま

たは処理ユニット１０２）で処理する前に、基板Ｗの表面状態を上段測定モ10 

ジュールＭＬで測定し、基板Ｗを処理ユニット１０１（および／または処理ユ

ニット１０２）で処理した後に、基板Ｗの表面状態を下段測定モジュールＭＬ

で測定するように構成されている。 

[0118] 図１６のステップＳ４０１乃至Ｓ４０３に示すように、搬送ロボット

５５は、処理すべき１つの基板Ｗをカセットストレージ１００から取り出して、15 

上段測定モジュールＭＬに搬送する。上段測定モジュールＭＬは、基板Ｗの表

面状態を測定する。 

[0119] そ の 後 、 搬 送 ロ ボ ッ ト ５ ５ は 、 測 定 後 の 基 板Ｗを 処 理ユニッ ト

１０１（および／または処理ユニット１０２）に搬送し、基板Ｗを処理（研磨、

洗浄、乾燥）する（ステップＳ４０４，Ｓ４０５参照）。その後、搬送ロボッ20 

ト５５は、処理後の基板Ｗを下段測定モジュールＭＬに搬送し（ステップＳ

４０６，Ｓ４０７参照）、下段測定モジュールＭＬは、基板Ｗの表面状態を測

定する。その後、搬送ロボット５５は、測定後の基板Ｗをカセットストレージ

１００に戻す（ステップＳ４０８，Ｓ４０９参照）。 

[0120] 図１７に示す実施形態では、動作制御部１５は、基板Ｗを処理ユニット25 

１０１（および／または処理ユニット１０２）で処理する前後に、基板Ｗの表

面状態を測定ユニット２００で測定する処理フローを実行するように構成され

ている。特に、動作制御部１５は、基板Ｗを処理ユニット１０１（および／ま

たは処理ユニット１０２）で処理する前に、基板Ｗの表面状態を下段測定モ



24 

 

ジュールＭＬで測定し、基板Ｗを処理ユニット１０１（および／または処理ユ

ニット１０２）で処理した後に、基板Ｗの表面状態を上段測定モジュールＭＬ

で測定するように構成されている。 

[0121] 図１７のステップＳ５０１乃至Ｓ５０３に示すように、搬送ロボット

５５は、処理すべき１つの基板Ｗをカセットストレージ１００から取り出して、5 

下段測定モジュールＭＬに搬送する。下段測定モジュールＭＬは、基板Ｗの表

面状態を測定する。 

[0122] そ の 後 、 搬 送 ロ ボ ッ ト ５ ５ は 、 測 定 後 の 基 板Ｗを 処 理ユニッ ト

１０１（および／または処理ユニット１０２）に搬送し、基板Ｗを処理（研磨、

洗浄、乾燥）する（ステップＳ５０４，Ｓ５０５参照）。その後、搬送ロボッ10 

ト５５は、処理後の基板Ｗを上段測定モジュールＭＬに搬送し（ステップＳ

５０６，Ｓ５０７参照）、上段測定モジュールＭＬは、基板Ｗの表面状態を測

定する。その後、搬送ロボット５５は、測定後の基板Ｗをカセットストレージ

１００に戻す（ステップＳ５０８，Ｓ５０９参照）。 

[0123] 上述した実施形態は、本発明が属する技術分野における通常の知識を有15 

する者が本発明を実施できることを目的として記載されたものである。上記実

施形態の種々の変形例は、当業者であれば当然になしうることであり、本発明

の技術的思想は他の実施形態にも適用しうる。したがって、本発明は、記載さ

れた実施形態に限定されることはなく、特許請求の範囲によって定義される技

術的思想に従った最も広い範囲に解釈されるものである。 20 
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特許請求の範囲 

 

１． 基板処理装置であって、 

 基板を研磨する研磨モジュールと、 

 前記基板を洗浄する洗浄モジュールと、 5 

 前記洗浄された基板を乾燥させる乾燥モジュールと、 

 前記基板を収納する搬送容器を載置する複数のロードポートと、 

 研磨前の基板を前記研磨モジュールに搬送し、前記乾燥モジュールで乾燥さ

れた基板を前記搬送容器に搬送する、ハウジング内に配置された少なくとも1台

の搬送ロボットと、 10 

 前記ハウジングの正面側外壁に隣接して、前記複数のロードポートを横並び

に配置するロード・アンロード部と、 

 前記正面側外壁に接続された、前記ハウジングの側面側外壁に隣接して、鉛

直方向に並んで配置された、前記基板の表面状態を測定するための上段測定モ

ジュールおよび下段測定モジュールと、を備える、基板処理装置。 15 

 

２．  前記上段測定モジュールおよび前記下段測定モジュールの少なくとも

１つは、研磨前の基板の表面状態および／または研磨後の基板の表面状態を測

定する測定部を備えている、請求項１に記載の基板処理装置。 

 20 

３． 前記上段測定モジュールおよび前記下段測定モジュールのうちの一方が

前記測定部を備えている場合、前記上段測定モジュールおよび前記下段測定モ

ジュールのうちの他方は、少なくとも、前記測定部の動作を制御し、前記測定

部によって測定されたデータを取得する制御部を備えている、請求項２に記載

の基板処理装置。 25 

 

４． 前記上段測定モジュールが前記測定部および前記制御部を備えている場

合、前記上段測定モジュールにおける前記測定部は、前記制御部の下方に配置

されており、 



26 

 

 前記下段測定モジュールが前記測定部および前記制御部を備えている場合、

前記下段測定モジュールにおける前記測定部は、前記制御部の上方に配置され

ている、請求項３に記載の基板処理装置。 

 

５． 前記上段測定モジュールおよび前記下段測定モジュールのそれぞれが前5 

記測定部を備えている場合、前記上段測定モジュールにおける前記測定部と、

前記下段測定モジュールにおける前記測定部と、は、互いに隣接して配置され

ている、請求項２に記載の基板処理装置。 

 

６． 前記基板処理装置は、前記搬送容器内の基板を前記研磨モジュールに搬10 

送するための基板搬送位置と、前記乾燥モジュールで乾燥された基板を受け取

る基板受け取り位置と、前記上段測定モジュールおよび前記下段測定モジュー

ルと、の間で、前記搬送ロボットを移動させる水平移動機構および上下移動機

構を備えている、請求項１に記載の基板処理装置。 

 15 

７． 前記水平移動機構は、前記複数のロードポートが配置された領域の距離

に相当する長さを有しており、 

 前記上下移動機構は、前記複数のロードポートと、前記基板搬送位置および

前記基板受け取り位置と、の間の距離に相当する長さを有している、請求項

６に記載の基板処理装置。 20 

 

８． 前記基板処理装置は、前記下段測定モジュールを収容する収容フレーム

を備えており、 

 前記収容フレームは、前記ハウジングとの間に隙間を形成して、前記ハウジ

ングに隣接している、請求項１に記載の基板処理装置。 25 

 

９． 前記上段測定モジュールは、前記収容フレーム上に載置されている、請

求項８に記載の基板処理装置。 

 



27 

 

１０． 前記上段測定モジュールおよび前記下段測定モジュールのそれぞれは、

前記ハウジングとの間に配置された弾性シールを介して、前記ハウジングに隣

接している、請求項１に記載の基板処理装置。 


